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All

Unitmm

Symbol Min Mom Max
A === 175
Al 0.10 o 0.23
A2 1.35 1.40 1.45
A3 - 0.254 -
b 0.330 0.420 0.510
C 0.183 0.203 0.223
D1 4.75 4.85 4.95
D2 4.8 4.9 5.0
D3 3.302
E 5.80 6.00 6.20
El 3.80 3.90 4.00
E2 3.81 3.50 3.99
E3 2413
[ 1.27 BSC
L 0.51 === 0.89
L1 0.95 1.05 115
0 0° — 8°
1 0° -- o
R 0.1 0.25
R1 0.1
y _ 0.1
z -- 0.5 ---
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